
















专利名称(译) 发光半导体聚合物材料，其制备方法和具有该材料的有机发光元件

公开(公告)号 US20050236604A1 公开(公告)日 2005-10-27

申请号 US11/024608 申请日 2004-12-30

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社
N 2 S ENIKOLOPOV INST RUSN ACAD SCI作者：合成高分子材料的

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.
N.S. ENIKOLOPOV学院俄罗斯科学院的合成高分子材料的

当前申请(专利权)人(译) N.S. ENIKOLOPOV学院俄罗斯科学院的合成高分子材料的
三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 DRACHEV ALEXANDR IVANOVICH
GHILMAN ALLA BORISOVNA
KUZNETSOV ALEXANDR ALEXEEVICH
SURIN NIKOLAY MIKHAYLOVICH

发明人 DRACHEV, ALEXANDR IVANOVICH
GHILMAN, ALLA BORISOVNA
KUZNETSOV, ALEXANDR ALEXEEVICH
SURIN, NIKOLAY MIKHAYLOVICH

IPC分类号 C09K11/06 C08G61/12 H01B1/00 H01L51/00 H01L51/50 H05B33/14

CPC分类号 C08G61/124 C09K11/06 C09K2211/14 H05B33/14 H01L51/008 H01L51/5012 H01L51/0034 Y10S428
/917

优先权 2004107865 2004-03-17 RU

其他公开文献 US7452614

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明涉及通过辉光放电聚合吡咯亚甲基络合物而产生的发光材料。本
发明的聚合物材料显示出半导电性质，并且在约540nm至约585nm范围
内的光谱区域中具有最大发光，其中发光带的半宽度在约55nm至约
55nm的范围内。 75nm，光致发光的量子产率在约0.6至约0.8的范围
内，并且在约20℃的温度下的电导率在约1×10-10S / cm至约5×10-的范
围内。 10 S / cm。所得聚合物层在放置在任何电极之间或之上的基板上
具有约0.01μm至约10μm的厚度。起始的吡咯亚甲基络合物可以是
1,3,5,7,8-五甲基-2,6-二乙基吡咯亚甲基二氟硼酸盐络合物（吡咯亚甲基
567）。另外，发光聚合物材料可以形成为具有导电涂层的基板上的层，
例如金属，介电材料或半导体材料。
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